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В настоящее время ведутся исследования режимов карбидизации кремния для формирования эпи-
таксиальных слоев SiC. Для снижения напряжений авторы работ [7; 8; 10] используют высокотемпе-
ратурные режимы карбидизации, а также вводят в реакционную камеру дополнительные газы, содер-
жащие силан. Однако высокие температуры карбидизации (свыше 1300 °C) в большинстве случаев 
несовместимы с режимами формирования полупроводниковых структур для кремниевых приборов. 
Осуществить процесс карбидизации кремниевой пластины в заданных условиях за короткий интервал 
времени позволяет сочетание относительно низких температур карбидизации (1000 –1200 °C) и ваку-
умной среды в установке быстрой термической обработки (БТО). В основном установки БТО приме-
няются для термообработки имплантированных слоев [11], формирования омических контактов [12] 
и контактов Шоттки [13], карбидизации кремниевых подложек и эпитаксиального роста SiC на Si путем 
быстрого термического химического осаждения из паровой фазы [10; 14]. Целью настоящей работы 
является исследование особенностей формирования тонких слоев SiC в процессе быстрой вакуумно-
термической обработки кремния. 

Материалы и методы исследования
В качестве подложек для формирования слоев SiC использовали пластины монокристаллического 

кремния марки КДБ-12/24 с ориентацией (100). Перед проведением карбидизации все подложки очища-
ли в 5 % водном растворе плавиковой кислоты с последующей промывкой в деионизированной воде. Да-
лее образцы осушали сжатым азотом и переносили в реакционную камеру. Система БТО, используемая 
в данном исследовании, представляла собой модифицированную установку JetFirst 100 (Jipelec, Фран-
ция). Реакционная камера позволила работать в вакууме и осуществлять БТО больших площадей (диа-
метром до 100 мм) с использованием ксеноновых ламп на верхней стороне камеры. Типичное рабочее 
давление в камере на этапе карбидизации кремния составляло ∼1 ⋅ 10–2 Па. Процесс формирования слоев 
SiC методом быстрой вакуумно-термической обработки кремниевых пластин изображен на рис. 1. 

Рис. 1. График процесса карбонизации кремниевой пластины  
методом быстрой вакуумно-термической обработки

Fig. 1. Graph of silicon wafer carbonisation process  
by rapid vacuum thermal processing


